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１．概要（Summary） 

DNAは半導体としての性質があり、無機半導体と同

様にゲート電圧を変化させることで、トランジスタ特

性を示すことが知られている 1)。 そこで、広島大学ナ

ノデバイス・バイオ融合科学研究所の設備を利用して

微細加工を行い ambipolar 型 DNA/Si-MOSFET

（ W/L=100μm/120nm ） と n 型 Si-MOSFET

（W/L=10μm/580μm）から構成されるインバータ回路

を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置 

【実験方法】 

超高精度電子ビーム描画装置を用いてパターンを

描画し、120㎚のチャネルを形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したデバイスのチャネルには 450bp の SH-DNA

を接続し、電気特性を測定した（Fig. 1）。Ambipolar 型

DNA/Si-MOSFETと n型 Si-MOSFETから構成され

るインバータ回路を作製し，その入出力特性を調べた

処，電源電圧が 3V と 0V において出力特性に殆ど変

化が無かった(Fig. 2)． 
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Fig. 1 Dependence of gate voltage on Id-Vd 

characteristics of 450bp 

-10 -5 0 5 10
-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

 

 

V
ou

t (V
)

V
in
 (V)

 V
dd

=0V

 V
dd

=3V

Fig. 2 Inverter electrical characteristics 

of 400bp DNA/Si-MOSFET 

 


